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Beschreibung 

Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Lei terrahmens , 
Verfahren zum Herstellen eines oberf lachenmontierbaren Halb- 
5 leiterbauelements und Leiterrahmenstreif en 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zum Herstellen eines 
elektrischen Lei terrahmens, insbesondere fur ein oberf lachen- 
montierbares Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterchip, 

10 mindestens zwei externen elektrischen Anschliissen, die mit 
mindestens zwei elektrischen Kontakten des Halbleiterchips 
elektrisch leitend verbunden sind, und einer Chipumhiillung. 
Sie betrif ft weiterhin einen Leiterrahmenstreif en und ein 
Verfahren zum Herstellen eines oberf lachenmontierbaren Halb- 

15 leiterbauelements . 

Zur Erweiterung der Einsatzgebiete und zur Reduzierung der 
Herstellungskosten wird versucht, Halbleiterbauelemente in 
immer kleineren BaugrolSen herzustellen . Fiir die Hintergrund- 
20 beleuchtung der Tasten von Mobiltelef onen zum Beispiel sind 
sehr kleine Lumineszenzdioden erf orderlich. 

Inzwischen sind Lumineszenzdioden-Gehause mit einer Stellfla- 
che der Abmessung 0402 (dies entspricht 0,5 mm x 1,0 mm) und 
25 einer Bauteilhohe von 400 - 600 verfugbar. Siehe Daten- 
blatt von FAIRCHILD SEMICONDUCTOR® zur Bauform QTLP690C-X. 
Das entsprechende Bauteilkonzept ist in der Druckschrift US 
4,843,280 beschrieben. 

30 Eine weitere Verminderung der Bauteilhohe ist wunschenswert , 
gestaltet sich mit den herkommlich verftigbaren Gehausekonzep- 
ten aber als auSerst schwierig. 
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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Konzept ftir ein oberf lachenmontierbares Halbleiterbauelement , 
insbesondere fiir oberf lachenmontierbare Miniatur- 
Lumineszenzdioden- und/oder Photodiodenbauelemente zur Verfti- 
5 gung zu stellen, das eine weitergehende Verringerung der Bau- 
groSe, insbesondere der Bauhohe erlaubt. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des 

Patentanspruches 1 gelost. Ein Verfahren zum Herstellen eines 
10 oberf lachenmontierbaren Halbleiterbauelements ist im Anspruch 
^ 18 bzw. im Anspruch 20 angegeben. Eine grundsatzlich vorteil- 

hafte Ausgestaltung eines Leiterrahmens ist im Anspruch 36 

angegeben . 

15 Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Verfah- 
ren und des Leiterrahmens gehen aus den Unteranspriichen her- 
vor . 

Bei dam Verfahren wird zunachst ein Laminat mit einer elek- 
20 trisch isolierenden Tragerschicht und einer elektrisch lei- 

tenden Anschluj?»leiterschicht hergestellt. Dieses Laminat, be- 
^ steht vorzugsweise allein aus diesen beiden Schichten. Sie 

konnen beispielsweise mittels einer Klebeschicht miteinander 

verbunden werden und konnen zudem vollig unstrukturiert sein. 

2 5 In einem nachf olgenden Verf ahrensabschnitt wird in jedem Bau- 

elementabschnitt des Laminats in der Tragerschicht mindestens 
ein Kontaktierungsf enster zur Anschlufileiterschicht hin er- 
zeugt und in der AnschluSleiterschicht mindestens eine erste 
und eine zweite elektrische AnschlulSbahn ausgebildet, von de- 

3 0 nen mindestens eine durch das Kontaktierungsf enster hindurch 

elektrisch anschliefibar ist. 



Dieser elektrische Leiterrahmen eignet sich vorzugsweise fiir 
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Leuchtdiodenbauelemente mit im Verhaltnis zur Hohe des 
Leuchtdiodenchips extrem geringer Bauhohe des Bauelementge- 
hauses. Dieser Leiterrahmen ermoglicht vorzugsweise eine sehr 
gute Warmeableitung vom Leuchtdiodenchip, wenn dieser in ei- 
5 nem Kontaktierungsf enster der Tragerschicht mittels eines 

warmeleitenden Verbindungsmittels wie Leitkleber oder metal- 
lisches Lot unmittelbar auf eine AnschluSbahn montiert wird. 

Die Strukturierung der Tragerschicht erfolgt vorzugsweise vor 
10 der Strukturierung der AnschlulSleiterschicht . Diese Abfolge 
kann aber auch umgedreht werden. 

Die Tragerschicht ist bevorzugt eine mittels Maskierungs- und 
Atztechniken strukturierbare Kunststof f schicht , insbesondere 

15 eine Kunststof f -Folie, besonders bevorzugt eine Polyimidfo- 

lie. Die Anschlufileiterschicht ist ebenfalls vorzugsweise ei- 
ne mittels Maskierungs- und Atztechniken strukturierbare 
elektrisch leitende Folie, besonders bevorzugt eine Metallfo- 
lie. Die Dicken der Tragerschicht und der AnschluSlei ter- 

20 schicht betragen vorzugsweise weniger als 80 /xm und liegen 

insbesondere zwischen einschlieSlich 3 0 /im und einschlieSlich 
^ 60 Miti- Diese Mafigaben gelten auch fur samtliche im Folgenden 

dargelegten bevorzugten Ausftihrungsf ormen, Weiterbildungen 
und Verwendungen des Verf ahrens . 

25 

Besonders bevorzugt werden in der Tragerschicht ein erstes 
Kontaktierungsf enster , beispielsweise ein Chipmontagef enster , 
zur ersten AnschluSbahn und ein zweites Kontaktierungsf en- 
ster, beispielsweise ein DrahtanschluSf enster , zur zweiten 
30 Anschlufibahn ausgebildet. 



Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens 
besteht die Tragerschicht zunachst zumindest in den zu struk- 
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turierenden Bereichen vorzugsweise ajs einer losbaren Kunst- 
stof f schicht . Diese wird bis auf die Flachen der Kontaktie- 
rungsfenster und ggf . iibriger nachfolgend wieder zu entfer- 
nender Bereiche vorzugsweise durch An- oder Ausharten unlos- 
5 lich gemacht . Das bedeutet, dass sie dann in diesen Bereichen 
gegeniiber dein Losungsmittel fiir die Kunststoff schicht resi- 
stent ist. Die Kontaktierungsf enster und ggf. iibrigen freizu- 
legenden Bereiche werden nachfolgend freigeatzt. 

10 Zum Strukturieren der Kunststoff schicht wird zunachst auf 
/j^ diese eine Maskenschicht , insbesondere eine Photolackschicht , 
aufgebracht. Diese wird derart strukturiert oder strukturiert 
aufgebracht, dass die Bereiche der Kontaktierungsf enster und 
andere nachfolgend zu entfernende Bereiche von der Masken- 

15 schicht bedeckt sind. Nachfolgend wird die Kunststoff schicht 
in den nicht abgedeckten Bereichen, die auf der AnschluSlei- 
terschicht verbleiben sollen, gehartet, bevor dann zumindest 
in den Bereichen der Kontaktierungsf enster die Photolack- 
schicht und die darunterliegende Kunststoff schicht von der 

20 AnschluSleiterschicht entfernt werden. Die nicht gehartete 
Kunststoff schicht wird. bevorzugt mittels Losen von der Kh- 
schluSleiterschicht entfernt. 

Bei einer anderen vorteilhaf ten Ausf tihrungsf orm des Verfah- 
25 rens wird zum Strukturieren der Kunststoff schicht zunachst 

iiber oder auf dieser eine Photomaske plaziert, die die Berei- 
che der Kontaktierungsf enster abschattet. Die Kunststoff- 
schicht wird dann in nicht abgeschatteten Bereichen, die auf 
der AnschluSleiterschicht verbleiben sollen, an- oder ausge- 
30 hartet. Die Kunststoff schicht ist hierzu vorzugsweise mittels 
UV-Strahlung hartbar . Bevorzugt eignet sich hierzu Polyimid- 
Monomer enthaltendes Material. Alternativ kann eine mittels 
Warmest rah lung hartbare Kunststoff schicht verwendet werden. 
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Nachfolgend wird die Photomaskenschicht abgehoben und die 
Kunststof f schicht in den Bereichen der Kontaktierungsf enster 
von der AnschluSleiterschicht entfernt. Dies erfolgt vorzugs- 
weise wiederum mittels nafichemischem Losen. Alternativ ist 
5 die Verwendung eines Plasmaveraschungsverf ahrens denkbar. 



Die AnschluSleiterschicht wird ebenfalls bevorzugt mittels 
einer Maske und einem naSchemischen Atzverfahren struktu- 
riert- Derartige Strukturierungsverf ahren beispielsweise fiir 
10 Metallschichten sind aus der Leiterplattentechnik bekannt und 
vorliegend prinzipiell geeignet. Sie werden von daher an die- 
ser Stelle nicht naher erlautert . 



Dire"'"gescft*ric3ert~OT " 
15 teilhaf terweise auf einfache Weise in bestehende Herstellver- 
f ahren ftir Halblei terbauelemente einbinden und konnen sogar - 
zumindest teilweise bereits bestehende und vielfach in der 
Hers tel lung von Halblei terbauelementen verwendete Techniken 
nutzen. 

20 

Bei einem Verf ahren zum Herstellen eines Leiterrahmenstrei^-'^^ 
^ fens mit einer Vielzahl von Bauelementabschnitten werden in 

einen Laminatstreif en, der vorzugsweise aus einer Metallfolie 
als AnschluSleiterschicht und einer Polyimidf olie als Trager- 

25 schicht besteht, mittels eines Verf ahrens, wie es oben be- 
schrieben ist, eine Vielzahl von Kontaktierungsf enster und 
eine Vielzahl von diesen Kontaktierungsf ens tern zugeordneten 
elektrischen AnschluSbahnen hergestellt. Die Kontaktierungs- 
f enster reichen bis auf die AnschluSbahnen . Jewells eine 

30 Gruppe aus Kontaktierungsf enster -und zugeordneten AnschluS- 
bahnen befindet sich in einem Bauelementabschnitt innerhalb 
eines Feldes aus einer Vielzahl von nebeneinander angeordne- 
ten Bauelementabschnitten auf dem Laminatstreif en . 
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Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsf orm wird die An- 
schluSlei terschicht entlang von Trennlinien zwischen jeweils 
zwei benachbarten Bauelementbereichen zumindest teilweise 
5 entfernt. Diese MaSnahme erleichtert vorteilhaf terweise das 
Durchtrennen des Laminatstreif ens entlang der Trennlinien, 
was beispielsweise durch Sagen oder Stanzen erfolgt. 

Das erf indungsgemafie Verfahren eignet sich besonders bevor- 
10 . zugt zum Herstellen von oberf lachenmontierbaren Halbleiter- 
bauelementen mit jeweils mindestens einem Halbleiterchip, 
mindestens zwei externen elektrischen Anschlufileitern, die 
mit mindestens zwei elektrischen Kontakten des Halbleiter- 

:"ichxp's-"verbijnxae"n~sl"n"d7~n^ 

15 den Halbleiterchip umhiillt. 

Hierbei wird bei einer ersten Ausfiihrungsf orm zunachst auf 
eine elektrisch leitende AnschlulSleiterschicht eine elek- 
trisch isolierende Tragerschicht aufgebracht. Nachfolgend 
20 werden in der Tragerschicht mindestens ein Chipfenster und 
mindestens ein Drahtans.chlufif enster und in der AnschluSlei- 
terschicht mindestens zwei externe elektrische Anschlufileiter 
ausgebildet . . In das Chipfenster wird spater der Halbleiter- 
chip montiert und mindestens ein elektrischer Kontakt des 
25 Halbleiterchips wird mittels eines Bonddrahtes durch das 

DrahtanschluSf enster hindurch mit einem AnschlulSleiter elek- 
trisch verbunden. Der Verbund aus strukturierter Anschlufilei- 
terschicht, strukturierter Tragerschicht, Halbleiterchip und 
Bonddraht wird dann in eine Spritzform gelegt, in der dann 
30 der Halbleiterchip einschlieSlich Bonddraht mit einem Um- 

hiillmaterial umspritzt wird, das nachfolgend zumindest teil- 
weise an- Oder ausgehartet wird. 



-1 



P2002 , 0654 



Bei einem solchen Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen ei- 
ner Vielzahl von Halbleiterbauelementen werden in einem Lami- 
natstreifen mit einer AnschluSleiterschicht und einer Trager- 
schicht Felder mit jeweils einer Vielzahl von Bauelementbe- 
5 reichen erzeugt, in denen jeder Bauelementbereich mindestens 
ein Chipfenster, mindestens ein DrahtanschluiSf enster und min- 
destens zwei externe elektrische Anschlufileiter aufweist. In 
die Vielzahl von Chipfenster wird eine Vielzahl von Halblei- 
terchips montiert- Danach werden mittels Bonddrahten durch 
10 die DrahtanschluSf enstern hindurch die elektrischen Kontakte 
der Halbleiterchips mit den externen elektrischen AnschluS- 
leitern verbunden- Die Felder werden nachfolgend einzeln oder 
gruppenweise nacheinander in eine Spritzform gelegt, die fiir 

j:eweiTs^^ 

15 des Feldes uberspannende und dort im wesentlichen ausschlieS- 
lich auf der Seite der Halbleiterchips hohlraumbildenden Ka- 
vitat aufweist. In die Kavitat wird dann Umhiillmaterial ein- 
gespritzt, das dort zumindest teilweise gehartet wird. Nach- 
folgend wird das Feld aus der Spritzform herausgenommen und 
20 unter Durchtrennen des Umhullmaterials , der Tragerschicht 

und, falls noch erf orderlich, der AnschlulSleiterschicht -in . 
^ voneinander getrennte Halbleiterbauelemente vereinzelt. 

Bei einer zweiten Aus fuhrungs form wird ebenfalls zunachst auf 
25 einie elektrisch leitende AnschluSleiterschicht eine elek- 
trisch isolierende Tragerschicht aufgebracht. Nachfolgend 
werden in der Tragerschicht mindestens ein Chipfenster und in 
der AnschluSleiterschicht mindestens zwei externe elektrische 
Anschlufileiter ausgebildet, die mit dem Chipfenster teilweise 
30 iiberlappen. Diese Struktur ist beispielsweise fur Halbleiter- 
chips geeignet, bei denen mindestens zwei elektrische Kontak- 
te auf derselben Seite angeordnet sind. Ein solcher Chip wird 
im Chipfenster mit den Kontakten auf die externen elektri- 
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schen AnschluSleiter montiert und elektrisch verbunden. Die- ' 
ser Verbund aus strukturierter AnschluSleiterschicht , struk- 
turierter Tragerschicht und Halbleiterchip wird nachfolgend 
in eine Spritzform gelegt, in der dann der Halbleiterchip mit 
einem Uinhullmaterial umspritzt wird, das nachfolgend zumin- 
dest teilweise an- oder ausgehartet wird, 

Bei einem solchen Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen ei- 
ner Vielzahl von Halbleiterbauelementen werden in einem Lami- 
natstreifen mit einer Anschlufileiterschicht und einer Trager- 
schicht Felder mit jeweils einer Vielzahl von Bauelementbe- 
reichen erzeugt, in denen jeder Bauelementbereich mindestens 
ein Chipfenstern und mindestens zwei externe elektrische An- 
'scHIuSTeTeer aufweisC". Irrnai"enc]ri"pf 
15 stens ein Halbleiterchip wie oben beschrieben montiert. Das 
Umhiillen und Vereinzeln der Felder erfolgt auf gleiche Weise 
wie weiter oben bereits beschrieben . 

Das Verfahren gemaS der Erfindung eignet sich ganz besonders 
20 zur Herstellung von Leuchtdiodenbauelementen, bei denen 
Leuchtdiodenchips auf den Leiterrahm.en montiert werden. ^ 




Bei einem Leiterrahmenstreif en mit einer Anschlufileiter- 
schicht (bevorzugt aus einer strukturierten Metallfolie) und 

25 einer Tragerschicht (bevorzugt eine strukturierte Kunststof f- 
Folie insbesondere aus Polyimidmaterial) , auf dem ein Feld 
mit einer Vielzahl von Bauelementbereichen ausgebildet ist, 
ist die Anschlufileiterschicht entlang von Trennlinien zwi- 
schen zwei benachbarten Bauelementbereichen zumindest teil- 

30 weise entfernt. Dies erleichtert vorteilhaf terweise das 

Durchtrennen des Lei terrahmens nach dem Umhiillen des Feldes 
von Halbleiterbauelementen. 
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Die Kontaktierungsf enster ermoglichen eine besonders einfache 
Uberwachung der Justage der Chipmontage- und der Drahtbondan- 
lage. Eine unzulassig grofie Dejustage der Chipmontageanlage 
und/oder Drahtmontageanlage ist schnell erkennbar, weil die 

5 Halbleiterchips bzw. AnschluSdrahte nach deren Montage auf 
der Folie nicht haften, wenn sie auf den Rand der Kontaktie- 
rungsf enster aufsetzen. Dies ist um so mehr von Bedeutung je 
kleiner die Bauform ist, denn erstens wird die Zuverlassig- 
keit der Bauelemente von einer Dejustage der Chipmontage um 

0 so mehr beeintrachtigt , je geringer das Volumen der Chipum- 
hullung. ist und zweitens ist die AusschuSmenge bei einer 
nicht sofort erkannten Dejustage aufgrund der hohen Packungs- 
dichte der Bauelemente und der damit verbundenen grolSen Menge 
an Bauelementen pro Langeneinheit auf einem Leiterrahmenband 

5 sehr hoch. 

Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den 
Figuren 1 bis 5b naher erlauterten Aus fiihrungsbei spiel en. 
0 Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines ersten 
Aus fiihrungsbei spi el es fur ein nach dem erf indungsgemaSen Ver- 
fahren hergestellten Halbleiterbauelement ; 

5 

Figur 2 eine schematische Schnittdarstellung eines zweiten 
Ausfiihrungsbeispieles fiir ein nach dem erf indungsgemalSen Ver- 
fahren hergestellten Halbleiterbauelement; 

0 Figuren 3a bis 3f eine schematische Darstellung eines ersten 
Ausfiihrungsbeispieles fiir einen Verf ahrensablauf gemafi der 
Erf indung; 
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Figuren 4a bis 4e eine schematische Darstellung eines zweiten 
Ausfuhrungsbeispieles fiir einen Verf ahrensablauf gemaS der 
Erfindung; 

5 Figuren 5a und 5b eine schematische Draufsicht von unten bzw. 
eine schematische Draufsicht von oben auf einen Leiterrahmen 
gemafi der Erfindung; und 

Figuren 6a und 5b eine ausschnittsweise schematische Darstel- 
10 lung einer Draufsicht von oben auf einen Leiterrahmenstreif en 
J mit umhiillten Halbleiterchips bzw. eine ausschnittsweise 

schematische Darstellung einer Draufsicht von unten auf den 

Leiterrahmenstreif en; 

15 Figur 7 eine ausschnittsweise schematische Darstellung einer 
Schnittansicht einer Spritzform mit eingelegtem Leiterrahmen- 
streif en; und 

Figur 8 eine ausschnittsweise schematische Darstellung einer 
20 Schnittansicht eines Leiterrahmenstreif ens mit umhiillten 
Halbleiterchips . 




In den Figuren sind gleiche und gleichwirkende Bestandteile 



der Ausf iihrungsbeispiele jeweils mit den gleichen Bezugszei- 
25 chen versehen. 

Ein Verfahren zum Herstellen eines Leiterrahmens 10 fvir ein 
oberf lachenmontierbares Halbleiterbauelement gemafi Figur 1 
Oder Figur 2, welches im Ausfiihrungsbeispiel ein Licht emit- 
30 tieirendes Halbleiterbauelement ist, weist ganz allgemein fol- 
gende Schritte auf: 

a) Herstellen eines Schichtverbundes aus einer elektrisch 
isolierenden Tragerschicht 101 und einer elektrisch leitenden 
AnschluSleiterschicht 102 (geeignete Materialien hierzu sind 
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beispielsweise Kupfer und Kupf erbasislegierungen) - die Tra- 
gerschicht ist bevorzugt eine aus Polyimid oder aus einem Po- 
lyimid enthaltenden Material bestehende Kunststof f -Folie (Fi- 
guren 3a und 4a) ; 
5 b) Strukturieren der Tragerschicht 101 mittels Maskieren und 
Atzen, derart, dass in ihr ein erstes 7 und ein zweites Kon- 
taktierungsf enster 8 ausgebildet werden, die zum spateren er- 
sten Anschlufileiter 2 bzw, zum zweiten AnschlulSleiter 3 fiih- 
ren (Figuren 3b - 3d und 4b - 4c) ; 

10 c) Strukturieren der AnschlulSleiterschicht 102 mittels Mas- 
kieren und Atzen, derart, dass der erste elektrische An- 
schluSleiter 2 und der zweite elektrische AnschluJSleiter 3 
erzeugt werden, die durch das erste Kontaktierungsf enster 7 
bzw. durch das zweite Kontaktierungsf enster 8 hindurch elek- 

15 trisch anschlieSbar sind (Figuren 3e - 3f und 4d - 4e) . 

Der Schritt c) kann alternativ vor dem Schritt b) erfolgen. 
Die Dicke der AnschluStragerschicht 101 liegt zwischen ein- 
schlieSlich 30 und einschlieSlich 60 fim. Das gleiche gilt 
20 fiir die Dicke der AnschluSleiterschicht 102. 

J Die Tragerschicht 101 ist vor dem Strukturieren zumindest in 
den zu strukturierenden Bereichen noch nicht ausgehartet und 
mittels eines geeigneten Losungsmittels entfernbar und wird 
25 bis auf die Flachen der Kontaktierungsf enster 7 und 8 und 

ggf . iibriger nachfolgend wieder zu entfernender Bereiche vor 
dem Losen gehartet- Die nicht geharteten Bereiche der Trager- 
schicht werden nachfolgend entfernt. 

30 Zum Strukturieren der Kuns tstof f schicht wird zunachst auf 

diese eine Photolackschicht 103, aufgebracht (Figur 3b), die 
mittels bekannter Verfahren derart strukturiert wird, dass 
die Bereiche 70 und 80 der Kontaktierungsf enster 7,8 von der 
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Photolackschicht 103 bedeckt sind (Figur 3c) Die Kunststoff- 
schicht wird in den nicht bedeckten Bereichen vorzugsweise 
mittels UV-Bestrahlung 105 gehartet (Figur 3c) . Nachfolgend 
warden in den Bereichen 70 und 80 die Photolackschicht 103 
. und die darunterliegende Kunststof f schicht von der AnschluS- 
leiterschicht 102 entfernt. Geeignete Losungsmittel sind 
hierzu beispielsweise IPA (Isopropanol) und Aceton. 

Alternativ wird zum Strukturieren der Kunststof f schicht zu- 
nachst iiber oder auf dieser eine Photomaske 104 angeordnet, 
die die Bereiche 70,80 der Kontaktierungsf enster 7,8 abschat- 
tet (Figur 4b) . Die Kunststof f schicht wird dann in den Berei- 
chen, die auf der AnschluJSleiterschicht 102 verbleiben sol- 
len, vorzugsweise mittels UV-Strahlung 105 an- oder au.sgehar- 
tet (Figur 4b) • Nachfolgend wird die Photomaskenschicht 104 
entfernt und danach in den Bereichen 70,80 der Kontaktie- 
rungsf enster 7,8 die Kunststof f schicht mittels eines geeigne- 
ten Losungsmittels 106 von der AnschluKleiterschicht 102 ge- 
atzt (Figur 4c) . 

Bei einem Verfahren zvim Herstellen eines Leiterrahmenstr<ei- 
fens 200 mit einer Vielzahl von Bauelementbereichen werden in 
jedem Bauelementbereich mittels eines der vorhergehend be- 
schriebenen Verfahren mindestens ein Kontaktierungsf enster 7 
und mindestens zwei Anschlufileiter 2 , 3 ausgebildet . 

Entlang von Trennlinien, 110 zwischen jeweils zwei benachbar- 
ten Bauelementbereichen weist die AnschluSleiterschicht vor- 
zugsweise Ausnehmungen 111 und 112 auf, in denen die An- 
schlufileiterschicht entfernt ist (Figuren 5a und 6b) . 

Bei einem beispielhaf ten Verfahren zum Herstellen eines ober- 
f lachenmontierbaren Licht emi ttierenden Bauelements gemaS Fi- 
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gur 1 mit mindestens einem Leuchtdioden- oder Laserdiodenchip 
1, mindestens zwei AnschluSleitern 2,3, die mit mindestens 
zwei elektrischen Kontakten 4,5 des Halbleiterchips 1 verbun- 
den sind, und mit einem Chipgehause 11, das einen AnschluS- 
5 ■ trager 9 und eine Chipumhiillung 6 aufweist, wird im Speziel- 
len: 

a) auf die Anschlufileiterschicht 102 die Tragerschicht 101 
aufgebracht und nachfolgend in der Tragerschicht 101 minde- 
stens ein Chipfenster 7 und mindestens ein DrahtanschluSf en- 
10 ster 8 und in der Anschlufileiterschicht 102 die externen 
f elektrischen AnschluBleiter 2,3 strukturiert (vgl- Figuren 3a 



- 3f, 4a - 4e und 6a - 6b}; 

b) der Halbleiterchip 1 in das Chipfenster 7 montiert; 
cl minaestens exn eieJctriscner KontaJct b aes HaiJDieiterchips 
15 1 mittels eines Bonddrahtes 50 durch das DrahtanschluSf enster 

8 hindurch mit einem AnschluSlei ter 3 elektrisch verbunden; 
d) der Verbund aus strukturierter Anschlufileiterschicht 102, 
strukturierter Tragerschicht 101, Halbleiterchip 1 und Bond- 
draht 50 in eine Spritzform gelegt wird; und 
20 e) der Halbleiterchip 1 einschlieSlich Bonddraht 5 0 mit Urn- 

hullm.atsrial 6 umspritzt, das nachfolgend zTimindest teilweise - 



Zur Massenf ertigung solcher Bauelemente werden in einem Lami- 
25 natstreifen aus AnschluSleiterschicht 102 und Tragerschicht 
101 Felder 201 mit jeweils einer Vielzahl von Bauelementbe- 
reichen 202 mit jeweils mindestens einem Chipfenster 7, min- 
destens einem DrahtanschluSf enster 8 und mindestens zwei An- 
schluSleitern 2,3 hergestellt (vgl. Figuren 6a und 6b). Nach 
30 der Montage von Halbleiterchips 1 -in die Chipfenster 7 und 
elektrischem Verbinden der Halbleiterchips 1 mit den An- 
schlufileitern 2,3 wird jedes Feld in eine Spritzform 500 (Fi- 
gur 7) eingelegt, in der flir jeweils ein gesamtes Feld 201 
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eine einzige samtliche Bauelementbereiche 202 des Feldes 201 
tiberspannende und dort im wesentlichen ausschlieSlich auf der 
Seite der Halbleiterchips 1 hohlraumbildenden Kavitat 501 
vorgesehen ist. Nach dem Einspritzen von Umhullmaterial 60 in 
5 die Kavitat 501 und dessen zumindest teilweisem Ausharten 
wird das Feld 201 aus der Spritzform 500 herausgenommen und 
unter Durchtrennen des Umhullmaterials 60 und der Anschlufi- 
tragerschicht 101 in voneinander getrennte Halbleiterbauele- 
mente vereinzelt. 

10 

Ein beispielhaf tes Verfahren zum Herstellen eines oberfla- 
chenmontierbaren Licht emittierenden Bauelements gemaS Figur 
2 mit mindestens einem Leuchtdioden- oder Laserdiodenchip 1, 
mmaestens zwei AnscniuJSieitern z , ± , aie mit mmaestens zwei 

15 elektrischen Kontakten 4,5 des Halbleiterchips 1 verbunden 

sind, und mit einem Chipgehause 11, das einen AnschluStrager 
9 und eine Chipumhiillung 6 aufweist, unterscheidet sich von 
dem gerade beschriebenen Verfahren lediglich dadurch, dass 
jeder Bauelementbereich nur ein Chipfenster und kein Drahtan- 

20 schluSf enster aufweist und dass der Chip 1 im Chipfenster 7 
umgedreht mit seiner lichterzeugenden Epitaxieschicht zu den 
AnschluSleitern 2 und 3 hin gewandt auf diese montiert ist. 
Beide elektrischen Kontakte 4 und 5 befinden sich auf dersel- 
ben Seite des Chips 1. Der Kontakt 4 liegt auf dem Anschlufi- 

25 leiter 2 und der Kontakt 5 auf dem Anschlufileiter 3 auf. 

Die Tragerschicht ist, wie oben erwahnt, vorzugsweise mittels 
UV-Strahlung an- oder aushartbar. Alternativ kann sie mittels 
Warmest rahlung an- oder aushartbar sein. Sie besteht vorzugs- 
30 weise aus Polyimid-Monomer . 



Das erf indungsgemaSe Verfahren eignet sich besonders bevor- 
zugt zur Herstellung von elektromagnetische Strahlung emit- 
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tierenden und/oder empfangenden Baueleiuenten mit einem oder 
mehreren elektromagnetische Strahlung emittierenden und/oder 
empfangenden Halbleiterchips . Es eignet sich insbesondere zum 
Herstellen von Lumineszenzdioden-Bauelementen mit einer Ge- 
hause-Stellf lache der Abmessung 0402 ( entsprechend 0,5 mm x 
1,0 mm) Oder kleiner und einer Bauteilhohe von unter 400 iim, 
insbesondere unter 350 /im. 

Bei optoelektronischen Bauelementen wird eine Chipumhullung 
aus einem elektromagnetische Strahlung durchlassigen, bei 
Lichtemittern insbesondere transparenten oder transluzenten 
Material verwendet- Eine bevorzugte Umhtillmasse ist diesbe- 
ziiglich ungefiilltes klares Kunststof fmaterial . Solche Mate- 
riaiien sina JDeKannt una weraen von aaner an dieser bteile 
15 nicht naher erlautert. 

Um ein mischf arbiges Licht abstrahlendes Lumineszenzdioden- 
Bauelement herzustellen, kann die Chipumhullung mit einem 
Leuchtstoff versetzt sein, der zumindest einen Teil der vom 
20 Lumineszenzdiodenchip ausgesandten elektromagnetischen Strah- 
lung absorbiert und elektromagnetische Strahlung eineri aride- 




ren Wellenlange und Farbe als die absorbierte Strahlung emit- 
tiert. 



25 Das oben geschilderte Einspritzen von Umhiillmaterial in die 
Kavitat erfolgt vorzugsweise von der Seite und insbesondere 
liber FilmanguS. Nachdem das Umhiillmaterial zumindest teilwei- 
se an- oder ausgehartet ist wird das Feld aus der Spritzform 
herausgenommen und mittels Durchtrennen des Chipumhiillungsma- 

30 terials und des Leiterrahmens zwischen den Bauelementberei- 
chen in einzelne Halblei terbauelemente vereinzelt. 



5 



10 
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Die ChipuiT^rdllung wird vorzugsweise in einem Mittenbereich 
iiber dem Halblei terchip und ggf . einem oder mehreren Bond- 
drahten zum Halbleiterchip , senkrecht zum Leiterrahmen mit 
. einer grofieren Dicke ausgestattet als in einem den Mittenbe- 
5 reich umlaufenden Randbereich. Dazu weist die Kavitat 501 ei- 
ne Vielzahl von Ausnehmungen 502 auf, die jeweils einen oder 
mehrere Halbleiterchips 1 iiberspannt. Auf diese Weise wird 
das Volumen an Umhiillmaterial reduziert, indem die Dicke des 
Umhiillmaterials in Bereichen, wo dies zulassig ist, gegeniiber 
10 der Dicke im Bereich von Halbleiterchips 1 und ggf. einem 

Oder mehreren Bonddrahten 50 zum Halbleiterchip 1 verringert 
ist. Dadurch kann einer Wolbung des Bauelement-Feldes wahrend 
des Herstellverf ahrens aufgrund von unterschiedlichen thermi- 
schen Ausdehnungen von Leiterrahmen-Laminat und Chipurahullung 
entgegengewirkt werden. 

Vorzugsweise ist liber jedem Halbleiterchip des Feldes eine 
separate Ausnehmung 5 02 vorgesehen, derart, dass das Um- 
hiillmaterial nach dem Spri tzprozess eine Vielzahl von neben- 
einaiider angeordneten Erhebungen 51 auf weist, insbesondere 
sine einer Schokoladentaf el ahnliche Struktur besitzt (vgl^T"^ 
Figur 8) . 

Das Vereinzeln des Feldes erfolgt vorteilhaf terweise mittels 
Durchtrennen des Umhiillmaterials und des Leiterrahmens in den 
Graben 52 zwischen den Erhebungen 51, 

ZweckmaiSigerweise wird vor dem Einlegen des Feldes in die 
Spritzform 500 auf die Tragerschicht 101 ein Haf tvermittler 
aufgebracht, der die Haftung des Umhiillmaterials auf dem Lei- 
terrahmen verbessert. Hierzu wird vorzugsweise ein PI- 
Decklack verwendet . 



15 



20 



25 



30 
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Hinsichtlich einer technisch einfachen Handhabung der Halb- 
leiterbauelemente nach dem Vereinzeln kann der Leiterrahmen 
vor dem Einlegen in die Spritzform mit dessen Riickseite auf 
eine Hilfsfolie 400 auflaminiert werden. Diese Hilfsfolie 
5 schiitzt zum einen die AnschluSlei ter 2, 3 vor mechanischer 
Beschadigung (z.B. Verkratzen) und zum anderen vor einer un- 
erwiinschten . Bedeckung der Anschlufileiter mit Umhiillmaterial , 
das heiSt vor einem sogenannten Flash auf der Riickseite des 
Leiterrahmenstreif ens . 

10 

Die Hilfsfolie weist zweckmaSigerweise einen ahnlichen oder 
einen grofieren thermischen Ausdehnungskoef f izienten auf wie . 
das Umhiillmaterial, derart, dass sie einer Verwolbung des 
Feldes aufgrund einer gegeniiber. dem Leiterrahmen starkeren 
15 Schrumpfung des Umhtillmaterials wahrend dessen Aushartung 

und/oder Abkiihlung. nach dem Umspritzen des Feldes weitestmog- 
lich entgegenwirkt . 



Zum grundsatzlich gleichen Zweck kann der Laminatstreif en 
20 aufierhalb der Felder Bohrungen, Durchbruche und/oder Schlitze 

zur Verringerung von mechanischen Verspannungen auf grund Voxi ^.^ _ 
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen und/oder Material- 
schrumpfungen aufweisen. 



25 Als weitere alternative oder zusatzliche MalSnahme kann eine 
bombierte Spritzform verwendet werden, in der das Feld wah- 
rend des Einspritzens der Umhiillmasse in die Kavitat gesehen 
von der Seite, auf der sich spater das Material mit dem gro- 
fieren thermischen Ausdehnungskoef f izienten befindet, konvex 

30 gekriimmt ist. . 



Um ein elektrisches und/oder optisches Testen der Halbleiter- 
bauelemente zu ermoglichen, wird das Feld vor dem Vereinzeln 
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mit der Uinhullungsseite auf eine Folie aufgebracbt und nach- 
folgend ggf . die Hilfsfolie von der Riickseite des Leiterrah- 
mens abgezogen. Fur den Fall, dass eine optische Vermessung 
des Halblei terbauelements erforderlich ist, ist diese Folie 
■ 5 ' vorzugsweise fur elektromagnetische Strahlung durchlassig und 
erfolgt die Messung durch die Folie hindurch. 

Bei alien oben geschilderten Verfahren erfolgt das Vereinzeln 
des Feldes vorzugsweise mittels Sagen, Lasertrennen und/oder 
10 Wasserstrahlschneiden , 

-4 

Die Erlauterung der Erfindung an Hand der Ausf iihrungsbeispie- 
le ist selbstverstandlich nicht als Beschrankung der Erfin- 
dung hierauf zu verstehen. Vielmehr sind die im allgemeinen 
15 Teil der Beschreibung, in den Ausfiihrungsbeispielen und in 

den Anspriichen offenbarten Merkmale der Erfindung sowohl ein- 
zeln als auch in dem Fachmann als geeigrnet erscheinender Kom- 
bination fiir die Verwirklichung der Erfindung wesentlich. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Leiterrahmens 
(10) , insbesondere fiir ein Leuchtdiodenbauelement , mit minde- 

5 stens einem ersten (2) und einem zweiten elektrischen An- 

schluSleitern (3), das folgende Verf ahrensschri tte aufweist: 
a) Herstellen eines Schichtverbundes aus einer elektrisch 
isolierenden Tragerschicht (101) und einer elektrisch leiten- 
den Anschlufileiterschicht (102); 
10 b) Strukturieren der Tragerschicht (101) derart, dass in ihr 
mindestens ein Kontaktierungsf enster (7) zur AnschluEleiter- 
schicht (102) hin erzeugt wird; 

c) Strukturieren der Anschlufileiterschicht (102), derart, 
dass der erste (2) und der zweite elektrische Anschlufileiter 
(3) erzeugt werden, von denen mindestens einer durch das Kon- 
taktierungsf enster (7) hinidurch elektrisch anschlieJSbar . ist . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt c) vor dem 
Schritt b) erf olgt . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2e bei dem die Trager- ;^ 
schicht (101) eine mittels Maskierungs- und Atztechniken 
strukturierbare Kunststoff schicht ist. 



15 



20 



V* 



25 4 \: Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem die Tragerschicht (101) eine Kunststoff -Folie 
und die Anschlufileiterschicht (102) eine Folie ist, die im 
- Wesentlichen aus Metall besteht. 

30 5. Verfahren nach einem mindestens einem der vorangehenden 

Anspriiche, bei dem die Dicke der Tragerschicht (101) weniger 
als 80 Min betragt, insbesondere zwischen einschlieSlich 30 ^.m 
und einschlieSlich 60 ^im liegt. 
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6 . Verf ahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem die Dicke der Anschlufileiterschicht (102) weni- 
ger als 80 /im betragt, insbesondere zwischen einschliefilich 

5 30 Miti und einschlieSlich 60 iim liegt. 

7. Verf ahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem in der Tragerschicht (101) ein erstes (7) und 
ein zweites Kontaktierungsf enster (8) ausgebildet werden, die 

10 zum ersten Anschlufileiter (2) bzw. zxim zweiten Anschlufileiter 
I (3) fiihren, 

8 . Verf ahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem die Tragerschicht (101) vor dem Strukturieren 
ziimindest in den zu strukturierenden Bereichen aus einer un- 
geharteten und atzbaren Kunststof f schicht besteht und bis auf 
die Flachen der Kontaktierungsf enster (7,8) und ggf. tibrige 
nachfolgend wieder zu entfernende Bereiche an- oder ausge- 
hartet wird und die nicht an- oder ausgeharteten Bereiche der 
Kontaktierungsf enster (7,8) nachfolgend entfernt werden, 

9. Verf ahren nach Anspruch 8, bei dem zum Strukturieren der 
Kunststof f schicht zunachst auf diese eine Maskenschicht 
(103), insbesondere eine Photolackschicht , aufgebracht wird, 
die Maskenschicht (103) derart strukturiert wird oder struk- 
turiert aufgebracht wird, dass die Bereiche (70,80) der Kon- 
taktierungsf enster (7,8) von der Maskenschicht (103) bedeckt 
sind, die Kunststof f schicht in den Bereichen, die auf der An- 
schluSleiterschicht (102) verbleiben sollen, an- oder ausge- 
hartet wird und nachfolgend zumindest in den Bereichen 
(70,80) der. Kontaktierungsfenster (7,8) die Photolackschicht 
und die darunterliegende Kunststof f schicht von der AnschluS- 



15 



20 
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leiterschicht (102) entfernt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem zum Strukturieren der 
Kunststof f schicht zunachst liber oder auf dieser eine Photo- 

5 maske (104) angeordnet wird, die die Bereiche (70,80) der 

Kontaktierungsf enster (7,8) abschattet, die Kunststof f schicht 
in den Bereichen, die auf der Anschlufileiterschicht (102) 
verbleiben sollen, an- oder ausgehartet wird, nachfolgend die 
Photomaskenschicht (104) abgehoben wird und danach in den Be- 
10 reichen (70,80) der Kontaktierungsf enster (7,8) die Kunst- 
': stoff schicht von der Anschlufileiterschicht (102) entfernt 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem die Kunst- 
15 stoff schicht mittels UV-Strahlung (105) an- oder aushartbar 

ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem die Kunst- 
stof f schicht mittels Warmestrahlung an- oder aushartbar ist. 

20 

13.. Verfahren nach mindestens einem der Ansprtiche 9 bi£;*12i. 




bei dem die Kunststof f schicht Polyimid-Monomer aufweist. 



14. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 9 bis 13, 
25 bei dem die nicht an- oder ausgehartete Kunststof f schicht 

mittels Atzen (106) von der AnschluSleiterschicht (102) ent- 
fernt wird. 

15. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 9 bis 14, 
30 bei dem die AnschluSlei terschicht (102) mittels Atzen struk- 

turiert wird. 
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16. Verfahren zum Herstellen eines LBiterrahitienstreif ens 
(200) mit einer Vielzahl von Bauelementbereichen (202), wobei 
in jedem Bauelementbereich (202) mittels eines Verfahrens 
nach einem der vorangehenden Anspriiche mindestens ein Kontak- 

5 tierungsf enster- (7) und mindestens zwei elektrische Anschlufi- 
leiter (2,3) ausgebildet werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die AnschluSleiter- 
schicht (102) entlang von Trennlinien (110) zwischen jeweils 




zwei benachbarten Bauelementbereichen zumindest teilweise 
entfernt wird. 



18. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem die AnschluSleiterschicht aus einer Metallfolie 
gefertigt wird. 

19. Verfahren zum Herstellen eines oberf lachenmontierbaren 
Halbleiterbauelements mit mindestens einem Halbleiterchip 
(1) , mindestens zwei externen elektrischen Anschlufileitern 
(2,3), die mit mindestens zwei elektrischen Kontakten (4,5) 

des Halbleiterchips (1) verbunden sind, und m.it einem Chipge- ^ % 
hause (11)/ das einen Anschlufitrager (9) und eine Chipumhiil- 
lung (6) aufweist, wobei: 

a) zunachst auf eine elektrisch leitende Anschlufileiter- 
schicht (102) eine elektrisch isolierende Tragerschicht (101) 
aufgebracht wird und nachfolgend in der Tragerschicht (101) 
mindestens ein Chipf enster (7) und mindestens ein Drahtan- 
schluSf enster (8) und in die AnschluSleiterschicht (102) die 
externen elektrischen Anschlufileiter (2,3) strukturiert wer- 
den ; 

b) der Halbleiterchip (1) in das Chipf enster (7) montiert 
wird; 



15 
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c) mindestens ein elektrischc^r Kontakt (5) des Halbleiter- 
chips (1) mittels eines Bonddrahtes (50) durch das Drahtan- 
schluSf enster (8) hindurch mit einem AnschluBlei ter (3) elek- 
-trisch verbunden wird; 
5 d) der Verbund aus strukturierter AnschluSleiterschicht 

(102), strukturierter Tragerschicht (101), Halbleiterchip (1) 
und Bonddraht (50) in eine Spritzform gelegt wird; und 
e) der Halbleiterchip (1) einschlieSlich Bonddraht (50) mit 
einem Umhiillmaterial (6) umspritzt wird, das nachfolgend zu- 
10 mindest teilweise ausgehartet oder angehartet wird. 



m 



20. Verfahren zum Herstellen eines oberf lachenmontierbaren 
Halbleiterbauelements mit mindestens einem Halbleiterchip 
(1), mindestens zwei externen elektrischen Anschlufileitern 
15 (2,3), die mit mindestens zwei elektrischen Kontakten (4,5) 

des Halbleiterchips (1) verbunden sind, und-. mit einem Chipge- 
hause (11), das einen Anschlufitrager (9) und eine Chipumhul- 
lung (6) aufweist, wobei : 

a) zunachst auf eine elektrisch leitende AnschluSleiter- 

20 schicht (102) eine elektrisch isolierende Tragerschicht (101) 

aufcrebracht v.^ird und nachfolgend. in der Tragerschicht -( iJDuL )''{ _* ^ 
mindestens ein Chipfenster (7) und in die Anschlufileiter- 
schicht (102) die externen elektrischen Anschlufileiter (2,3) 
strukturiert werden, wobei beide AnschluSleiter (2,3) mit dem 
25 Chipfenster (7) teilweise iiberlappen; 

b) der Halbleiterchip im Chipfenster (7) auf die externen 
elektrischen Anschlufileiter (2,3) montiert wird, derart, dass 
ein erster Kontakt (4) und ein zwei ter Kontakt (5) des Halb- 
leiterchips (1) auf dem ersten (2) bzw. auf dem zweiten der 

30 beiden Anschlufileiter (3) aufliegt und mit diesen elektrisch 
verbunden wird; 

c) der Verbund aus strukturierter Anschlufileiterschicht 
(102), strukturierter Tragerschicht (101) und Halbleiterchip 
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(1) in eine Sprit zform (500) gelegt wird; und 
d) der Halbleiterchip (1) mit einem Umhullmaterial (6) um- 
spritzt wird, das nachfolgend zumindest teilweise ausgehartet 
Oder angehartet wird. 

21. Verfahren zum gleichzei tigen Herstellen einer Vielzahl 
von Halbleiterbauelementen unter Anwendung eines Verfahrens 
gemaS Anspruch 19, bei dem: 

- im Schritt a) in einem Verbund mit einer AnschluSleiter- 
schicht (102) und einer Tragerschicht (101) ein Feld (201) 
mit einer Vielzahl von Bauelementbereichen (202) mit jeweils 
mindestens einem Chipfenstern (7), mindestens einem Drahtan- 
schluSf ens tern (8) und mindestens zwei externen elektrischen 
Anschlufileitern (2,3) hergestellt wird; 

15 - in den Schritten b) und c) eine Vielzahl von Halbleiter- 
chips (1) in die Chipfenster (7) montiert wird und elektri- 
sche Kontakte (5) der Halbleiterchips (1) mittels einer Viel- 
zahl von Bonddrahten (50) mit externen elektrischen Anschliis- 
sen (3) verbunden warden; 

20 - in Schritt d) das Feld in eine Spritzform (500) eingelegt 

wird, in der fur das gesamte Feld (201) eine einzige ^samtli- r 
che Bauelementbereiche (202) des Feldes (201) iiberspannende 
und dort im wesentlichen ausschliefilich auf der Seite der 
Halbleiterchips (1) hohlra\imbildenden Kavitat (501) vorgese- 

25 hen ist, 

- in Schritt e) Umhullmaterial (60) in die Kavitat (501) ein- 
gespritzt wird und dort zumindest teilweise aus- oder ange- 
hartet wird, 

- nachfolgend das Feld (201) aus der Spritzform (500) heraus- 
30 genommen und unter Durchtrennen des Umhullmaterial s (60) und. 

der Tragerschicht (101) in voneinander getrennte Halbleiter- 
bauelemente. vereinzelt wird. 
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22. Verfahrsn zum gleichzeitigen Herstellen einer Vielzahl 
von Halbleiterbauelementen unter Anwendung eines Verfahrens 
gemaS Anspruch 20, bei dem: 

- im Schritt a) in einem Verbund mit einer AnschluSleiter- 
schicht (102) und einer Tragerschicht (101) ein Feld (201) 
mit einer Vielzahl von Bauelementbereichen (202) mit jeweils 
mindestens einem Chipf ens tern (7) und mindestens zwei exter- 
nen elektrischen AnschluSleitern (2,3) hergestellt wird; 

- im Schritt b) eine Vielzahl von Halbleiterchips (1) in die 
Chipf enster (7) montiert und mit den zugehorigen AnschlulSlei- 
tern (2,3) verbunden wird; 

- im Schritt c) das Feld in eine Spritzform (500) eingelegt 
wird, in der fiir das gesamte Feld (201) eine einzige samtli- 
che Halbleiterchips (.1) des Feldes (201) iiberspannende und 
dort im wesentlichen ausschliefilich auf der Seite der Halb- 
leiterchips (1) hohlraiimbildenden Kavitat (501) vorgesehen 

iSt ; 

- in Schritt d) Umhiillmaterial (60) in die Kavitat (501) ein- 
gespritzt und dort zumindest teilweise aus- oder angehartet 
wird, 

- nachfolgend das Feld (201) aus der Spritzform (500) heraus- 
genommen und unter Durchtrennen des Umhiillmaterials (60) und 
der Tragerschicht (101) in voneinander getrennte Halbleiter- 
bauelemente vereinzelt wird. 

23. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 19 bis 22, 
bei dem die Halbleiterchips (1) Leuchtdiodenchips sind. 

24- Verfahren nach Anspruch 23 unter Ruckbezug auf Anspruch 
20 Oder 22, bei dem die Leuchtdiodenchips umgedreht mit ihrer 
lichterzeugenden Epi taxieschicht zu den externen elektrischen 
Anschltissen gewandt auf diese montiert werden. 
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25 . • Verf ahren nach mindestens einem der Anspriiche 19 bis 24, 
bei dem die Tragerschicht (101) eine mittels Maskierungs- und 
Atztechniken strukturierbare Kunststof f schicht ist . 

5 26. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 19 bis 25, 
bei dem die Tragerschicht (101) eine Kunststof f-Folie und die 
AnschluSleiterschicht (102) eine Folie ist, die im Wesentli- 
chen aus Metall besteht. 

10 27. -Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 19 bis 26, 
^ bei dem die Dicke der Tragerschicht (101) weniger als 80 

betragt, insbesondere zwischen einschlieSlich 30 /xm und ein- 

schlieSlich 60 }im liegt. 

15 28, Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 19 bis 27, 
bei dem die Dicke. der AnschluEleiterschicht (102) weniger als 
80 betragt, insbesondere zwischen einschlieSlich 30 und 
einschlieSlich 60 ^.m liegt. 

20 29. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 19, 21 und 
23 bis 28, bei dem in der Tragerschicht (101) ein erstes-'' (7) 
und ein zweites Kontaktierungsf enster (8) ausgebildet werden, 
die zum ersten AnschluSleiter (2) bzw. zum zweiten AnschluS- 
leiter (3) fuhren. 

25 

30. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 19 bis 29, 
bei dem die Tragerschicht (101) vor dem Strukturieren zumin- 
dest in den zu strukturierenden Bereichen aus einer ungehar- 
teten und atzbaren Kunststof f schicht besteht und bis auf die 
30 Flachen der Kontaktierungsf enster (7,8) und ggf . ubrige nach- 
folgend wieder zu entf ernende Bereiche an- oder ausgehartet 
wird und die nicht an- oder ausgeharteten Bereiche der Kon- 
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taktierungsf enster (7,8) nachfolgend entfernt werden. 

31. Verfahren nach Anspruch 30, bei dem zum Strukturieren der 
Kunststof f schicht zunachst auf diese eine Maskenschicht 
(103), insbesondere eine Photolackschicht , aufgebracht wird, . 
die Maskenschicht (103) derart strukturiert wird oder struk- 
turiert aufgebracht wird, dass die Bereiche (70,80) der Kon- 
taktierungsf enster (7,8) von der Maskenschicht (103) bedeckt 
sind, die Kunststof f schicht in den Bereichen, die auf der An- 
schluSleiterschicht (102) verbleiben sollen, an- oder ausge- 
hartet wird und nachfolgend zumindest in den Bereichen 
(70,80) der Kontaktierungsf enster (7,8) die Photolackschicht 
und die darunterliegende Kunststof f schicht von der AnschluS- 
leiterschicht (102) entfernt werden. 

32. Verfahren nach Anspruch 30, bei dem zum Strukturieren der 
Kunststof f schicht zunachst iiber oder auf dieser eine Photo- 
maske (104) angeordnet wird, die die Bereiche (70,80) der 
Kontaktierungsf enster (7,8) abschattet, die Kunststof f schicht 
in den Bereichen, die auf der AnschluSleiterschicht (102) 
verbleiben sollen, an- oder ausgehartet wird, nachfolgend. die. 
Photomaske (104) abgehoben wird und danach in den Bereichen 
(70,80) der Kontaktierungsf enster (7,8) die Kunststof f schicht 
von der AnschluSleiterschicht (102) entfernt wird. 

33. Verfahren nach Anspruch 31 oder 32, bei dem die Kunst- 
stof f schicht mittels UV-Strahlung (105) an- oder aushartbar 
ist . 

34. Verfahren nach Anspruch 31 oder 32, bei dem die Kunst- 
stoffschicht mittels Warmestrahlung an- oder aushartbar ■ ist . 
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35. Verfahren. nach mindestens einem der Anspriiche 31 bis 34, 
bei dem die Kunststof f schicht Polyimid-Monomer aufweist. 

35. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 31 bis 35, 
bei dem die nicht an- oder ausgehartete Kunststof f schicht 
mittels Atzen (106). von der Anschlufileiterschicht (102) ent- 
fernt wird. 

37. Leiterrahmenstreif en (200) mit einer AnschlulSleiter- 
schicht (102) und einer Tragerschicht (101), auf dem ein Feld 
(201) mit einer Vielzahl von Bauelementbereichen (202) ausge- 
bildet ist, wobei .die Anschlufileiterschicht (101) entlang von 
Trennlinien (110) zwischen zwei benachbarten Bauelementberei- 
chen (202) zumindest teilweise entfernt ist. 

38. Leiterrahmenstreif en nach Anspruch 37, bei dem die An- 
schlufileiterschicht (102) aus einer strukturierten Metallfo- 
lie gefertigt ist. 

39. Leiterrahmenstreif en nach Anspruch 37 oder 38, bei dem 
die Tragerschicht (101) aus einer strukturierten Kuns,tst/of f - 
Folie gefertigt ist. 

40. Leiterrahmenstreif en nach Anspruch 39, bei dem die Kunst- 
stof f -Folie Polyimidmaterial aufweist. 

41. Leiterrahmenstreif en nach Anspruch 40, bei dem die Kunst- 
stof f -Folie mittels Photolitographietechnik strukturiert ist. 
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